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Abstract of EP0461267 

Soln. of a ceramic precursor prepd. from one or 
more metal alkoxides or metal acylates is applied 
to ceramic film having an irregular surface and 
formed on the surface of a conductor, to fill up 
the recesses in the surface, and heated to form a 
ceramic at least partially. 
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AnorgisLBisches IsoUertangsherstelltangsveirf ahren 
Teclmisches Gebiet 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer anorgani- 
schen Isolation, wie einem hitzebestandigen Draht/Spule etc., einem strahlungs- 
bestandigen Draht oder einer Spule, welche in Bezug zur Energieerzeugung mit- 
tels Kemkraft stehen, oder einem Kabel oder einer Spule fur Vakutunapparatu- 
ren oder abnliches. 

Techmologischer Hintergrimd 

Als herkommliche hitzebestandige Kabel etc. gibt es mineralisolierte Kabel, 
Drahte mit Fiberglasgeflecht oder Drahte, die durch eine keramische Rohre bin- 
durchlaufen. Jedoch sind derartige Drahte sperrig und haben einen nachteiligen 
Platzbedarf. Weiterhin hat dieser Draht den Nachteil, daB dessen Konfiguration 
dazu neigt, auf einen runden Draht beschrankt zu sein. 

Obwohl hitzebestandige organische Drahte bekannt sind, deren Oberflachen nut 
einem organischen Material beschichtet sind, k5nnen solche Drahte einer Tempe- 
ratur von mehr als 300° C nicht widerstehen imd sind hinsichtlich der Hitzewi- 
derstandsfahigkeit problematisch. Weiterhin ist das Ausstr5men von Krackgas 
sowie das Ausstromen von adsorbiertem Gas moglich. 

Fiir einen hitzebestandigen Draht sind die Methoden des Applizierens eines ke- 
ramischen Vorlaufers, welcher durch ein Sol-Gel-Verfahren auf einer Oberflache 
zubereitet ist, und ein Nippon-Sheet-Glass-Verfahren (Fliissigphasen- 



Abscheidimgsverfahren) bekannt. Jedoch haben diese Verfahren die Nachteile, 
daB es lange Zeit dauert die Fibndicke anwachsen zu lassen. 

Es ist ein Verfahren des Aufbringens eines Materials auf die Oberflache eines 
Drahtes oder ahnlichem bekamxt, welches durch Mischen von keramischen Par- 
tikeln in Silikonharz erhalten wird, und anschliefiendem Erhitzen/Brennen des- 
selben. Jedoch tritt'bei dieser Methode das Problem auf, dafi die Oberflache des 
Drahtes oder ahnlichem imgleichmaBig und aufgerauht ist sowie empfindlich ge- 
gen Reibuuag. Es ist ebenso problematisch hinsichtlich der Flexibilitat. 

Weiterhia sind die Oberflachen xmgleichmaBig oder poros, wenn Filme mittels 
eines Spriihverfahrens oder eines Sinterimgsverfahrens gebildet werden. Dies 
verursacht ahnliche Probleme. 

Das Dokument EP-A-292 780 weist auf ein elektrisches Kabel bin, welches eine 
Beschichtimg oder einen Gelfilm aufweist, welcher dtu*ch die Anwendimg einer 
L5sung geformt wird, die durch Hydrolisieren imd Dehydratisie- 
ren/Kondensieren von Alkoxiden auf dem auBeren Teil eines Leiters und nach- 
folgendem Abdampfen derselben erhalten wird. Nach der Methode die in diesem 
Dokument verwendet wird, wird bei dem isolierten Draht eine Losung eines ke- 
ramischen Vorlaufers auf einen Leiter aufgebracht imd Hann in einen Gelfilm 
umgewandelt. Der Gelfilm selbst dient als Isolationsschicht. 

Weiterhin ofifenbart diese Fundstelle in Beispiel F in Tabelle 6 einen kerami- 
schen Film von 0,3 ^tm. Solch ein diinner keramischer F ilm kann keine Oberfla- 
chenrauhigkeit von mehr als Ra = 1 fim haben. 



Offembammg der ErfindLnmg 



Ein Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, ein Verfahren zur Herstellung einer 
anorganischen Isolation bereitziistellen, welches einfach industriell uxnzusetzen 
und in der Verarbeitbarkeit verbessert ist sowie hinsichtlich der Isolationsfahig- 
keit imd der Zuverlassigkeit betreffehd nicht ansgasenden Eigenschaften verbes- 
sert ist. Die Aiifgabe ist durch die Merkmale des iinabhangigen Anspruchs 1 ge- 
lost. 

In der vorliegenden Erfindung hat der keramische Film UngleidunaBigkeiten auf 
seiner Oberflache, welche den Zustand anzeigen, daB das Ra anf der Oberflache 
des keramischen Films wenigstens 1 ^im ist. 

Weiterhin ist gemafi der vorhegenden Erfindung in dem keramischen Film mit 
Ungleichmafiigkeiten auf dessen Oberflache ein poroser keramischer Film ent- 
halten. 

GemaB einer ersten Ausfuhnmgsform der vorliegenden Erfindimg ist es mogiich, 
ein en keramischen Film mittels ernes Spriihverfahr ens, eines Partikelsinte- 
rungsverfahrens oder eines Verfahrens zur elektrischen Abscheidung zu bilden. 

In der vorUegenden Erfindung kann der Leiter, der sich in einem Zustand nach 
der Bildimg der Keramiken befindet, in eine gewunschte Konfiguratibn gebracht 
werden, bevor die Losung der keramischen Vorlaufer aufgebracht wird. 

In einer zweiten Ausfiihrungsform der vorliegenden Erfindung wird der kerami- 
sche Film durch Aufbringen eines Gemisches aus Silikonharz und keramischen 
Partikeln und/oder keramischen Fasem aiif die Oberflache des Leiters gebildet, 
wobei eine erste Hitzebehandlung in einem solchen Temperaturbereich durchge- 
fuhxt wird, daB das Silikonharz nicht in elnen keran^iischen Zustand zur Bildimg 
eines Films lungewandelt wird imd weiterhin eine zweite Hitzebehandlimg zur 
Umwandlimg desselben in einen keramischen Zustand durchgefuhrt wird. 



Wenn es in dieser Ausfuhningsform wunschenswert ist den Leiter in eine ge- 
wunschte Konfiguration zu bringen, wird der Leiter vorzugsweise nach der er- 
sten Hitzebehandlimg und vor der zweiten Hitzebehandlung in die gewiinschte 
Konfiguration gebracht. 

In dieser Ausfuhrungsform sind die Bedingungeii fur die zweite Hitzebehandlung 
vorzugBweise die Bedingungen zum Umwandeln von wenigstens 90 % in einen 
keramischen Zustand. 

Beziiglich des keramischen Vorlaufers gibt es z.B. einen Vorlaufer, welcher aus 
eiaem Alkoxid oder einem Acylat von Si, Al, Zr, Ti oder Mg hergestellt wird. 

Der Leiter, der in der vorliegenden Erfindung verwendet wird, ist vorzugsweise 
aus Kupfer, welches z.B. nut einem Metall beschichtet ist, das hitzebestandig und 
oxidationsbestandig ist. Die hitzebestandigen \xad oxidationsbestandigen Metalle' 
sind beispielsweise Ni, Pt imd rostfreier Stahl. 

GemaB der vorliegenden Erfindung kann der Leiter aus einem anodisch oxidier- 
baren Metall oder Kupfer, welches mit einem solchen Metall beschichtet ist, her- 
gestellt sein. Es ist m5glich, die Adhasion mit dem keramischen Film, welcher 
auf der Oberflache des Leiters gebildet ist, mittels anodischer Oxidation der 
Oberflache des Leiters zu verbessem. 

Das Verfahrens der elektrischen Abscheidung, welches als ein Verfahren zm: Bil- 
dimg des keramischen Films moglich ist, ist ein Verfahren des Eintauchens von. 
Al in eine wassrige Losung, enthaltend z.Bl Silikate im FaU von AlgOs oder SiOg, 
Vetwenden des Ganzen als Kathode zimi Binspeisen eines Stromes und Bewir- 
ken einer Fimkenentladimg, wobei ein Al203-Film oder ein Si02-Film abge- 
schieden wird. 



ErfindungsgemaB wird die Losung eines keramischen Vorlaufers auf den kerami- 
schen Film, der UnregeknaBigkeiten auf der Oberflache hat, aufgebracht, mn die 
imregelmaBigen Abschnitte auf der Oberflache zu verfullen. Mit einer solchen 
Ahwendung ist es moglich die Oberflache des Liters zu glatten und die Nach- 
teile der Reibimgsempfindlichkeit und der schlechten Verarbeitbafkeit zu verrin- 
gem. Weiterhin ist es mdglich die Ausgaseigenschafben zu verbessem. 

Es ist auch moglich den keramischen Vorlaufer teilweise in einen keramischen 
Zustand zu andem und ihn in einen flexiblen Gelzustand zu ixberfuhxen. um so 
den Film teilweise zu bUden, wodurch, mittels Auswahlen der Bedingungen fur 
die Warmebehandlung nach der Auftragung der keramischen Vorlaufer, ein Fikri 
gebildet wird, der im Ganzen flexibel ist. 

GemaB einer zweiten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung wird ein Ge- 
misch aus Silikonharz und keramischen Partikeln und/oder keramischen Fasem 
etc. aufgetragen, und danach wird der keramische Fflm mittels Warmebehand- 
limg gebildet, wodurch es moglich ist in einfacher Weise dicke keramische Filme 
zubilden. 

Kurze Beschreibuung der Zeiclmiimgen 

Fig. 1 ist eine Schnittansicht, zeigend einen Zustand bevor die LfOsung eines ke- 
ramischen Vorlaufers aufgetragen wird, als ein Beispiel fur die vorUegende Erfin- 
dung. 

Fig. 2 ist eine Schnittansicht, zeigend einen Zustand nachdem die LjSsung des 
keramischen Vorlaufers aiifgetragen und gebrannt wiu:de, ebenfalls als ein Bei- 
spiel fur die vorliegende Erfindung. 



Fig. 3 ist eine Schnittansicht, zeigend einen Zustand bevor die Losung eines ke- 
ramischen Vorlaiafers aufgetragen ist, als ein weiteres Beispiel fur die vorliegende 
Erfindimg- 

Fig. 4 ist eine Schnittansiclit, zdgend einen Zustand nachdem die Losiing des 
keramischen Vorlaufers aufgetragen und gebrannt wurde, ebenfalls als ein weite- 
res Beispiel fur die vorliegende Erfindimg. 

Beste Ausfiilmmg&f ormen fiir das Ausfuhrem der Erfimdiing 

Als erstes werden Beispiele fur die erste Ausfiihrungsform der vorliegenden Er- 
findung beschrieben. 

Beispiel 1 

AI2O3 wurde auf die Oberflache einer Knpferplatte (6 tti^ Dicke, 200 m Breite) 
mittels Plasma-Spruhmethode in einer Dicke von ungefahr 0,5 Tmn aufgetragen, 
jedoch mit der Ausnahme eines Endstiickes. Zu diesem Zeitpunkt hat die Filmo- 
berflache eine UngLeichmaBigkeit mit einem Ra von mehreren ^tm, imd der Film 
selbst war poros. Dieser Zustand ist in Fig. 1 in einer Schnittansicht gezeigt. Un- 
ter Bezugnahme auf Fig. 1 ist ein keramischer Fibn 2 auf der Oberflache des Lei- 
ters 1 gebildet. In diesem Beispiel ist der Leiter 1 eine Kupferplatte und der ke* 
ramische Film ist eine Al203-Beschichtung. 

Dann wurden die porosen Abschnitte des keramischen Films auf der Kupfer- 
platte, welche wie oben beschrieben mit AI2O3 beschichtet waren, mit einem ke- 
ramischen Vorlaufer, welcher durch die Zugabe von Ethylalkohol und geringen 
Mengen an Wasser vmd Salpetersaure zu Tetraethoxysilan hergestellt vmrde, ina- 
pragniert, um die Ungleidunafiigkeiten auf der Oberflache des keramischen 
Films zu fallen. Nach der Auftxagung wiurde eine Hitzebehandlxmg bei 600"* C 
durchgefuhrt. Als Ergebms wurde eine Isolation erhalten, deren Oberflache glatt 



iind ohne Locher war. Das Ra der Oberflache betrug 0,2 /Am. Diese anorganische 
Isolation ist in einer Schnittansicht in Fig. 2 gezeigt. Unter Bezugnahme auf Fig. 
2 ist eine Isolationsschicht 3 lun eiiien Leiter 1 herum geformt. Die Isolations- 
schicht 3 ist eine Isolationsschicht, welche durch die Beschichtung einer AI2O3- 
Beschichttingsschicht mit Si02 gebildet ist. 

Die so erhaltene anorganische Isolation wurde fur eine Stromschiene verwendet, 
wobei erkannt wurde, daB sie vorzugsweise als Stroroschiene in einer Hochtem- 
peratur-Atmosphare und bei starken Stromen verwendet werden kann, wobei sie 
hervorragende Isolationseigenschaften hat, gerade wenn die Temperatur 300°C 
iiberschreitet, obwohl eine konventionelle PVC-beschiditete Stromschiene nicht 
verwendbar ist, wenn die Temperatur nicht weniger als 100° C betragt. 

Beispiel2 

Ein Nickel-beschichteter Kupferdraht mit einem Durchmesser von 1.0 mm wurde 
in einem Bad aus 60 %iger verdiinnter Schwefelsaure mit einer Stromdichte von 
50 A/cm^ iiber ungefahr 30 Sekxmden elektropoliert, wobei ein imedles Material 
als Anode verwendet wurde. Danach wtu-de er in ein Kolloid getaucht, welches 
durch das Mischen von 5 g Aluminiumnitrat sowie einem Aluminiumpulver mit 
einem durchschnittlichen Partikeldurchmesser von 0,3 ^tm in 100 ml Ethylalko- 
hol, 100 ml Wasser, 4 ml Isopropylalkohol und 3 ml Methyl-Ethyl-Keton her- 
gestellt wurde, und an dem imedlen Material, welches als Anode diente, wurden 
50 V angelegt, um die Elektroabscheidimg des Alimiiniumpulvers zu bewirken. 

Als Ergebnis bildete sich eine aufierst ungleichmafiige Aluminiiunpulverbe- 
schichtung auf der Oberflache. Fig. 3 zeigt eine Schnittansicht diesex Beschich- 
tung. Unter Bezugnahme auf Fig. 3 wurde eine plattierte Ni-Schicht 5 um ein 
Cu-Kabel 4 gebUdet, wobei durch den Cu-Draht 4 und die plattierte Ni-Schicht 5 
ein Lieiter gebildet wurde. Eine elektrochemisch abgeschiedene Schicht 6 ist auf 



der Oberflache der plattierten Ni-Schicht 5 geformt. Das Ra der Oberflache der 
elektrochemisch abgeschiedenen Schicht 6 betrug 2 bis 3 /xm. 

Dann wurde diese Beschichtung aus Aliiminiiunoxidpulver in eine Ldsimg ge- 
taucht irnd anschliefiend gebrannt, wobei die Ldsmig durch eine einstundige Re- 
aktion einer vorgemischten Losuag ans 5 Mol-% Tributp3cyaluminium, 10 Mol-% 
Triethanolamin, 5 Mol-% Wasser und 80 Mol-%' Isopropylalkohol bei einer Tem- 
peratur von 50** C hergestellt wurde. Das Brennen wurde bei einer Temperatur 
von 500° C in Luftatmosphare durchgefuhrt. 

Somit wuxde eine glatte (Ra =0,1 /xm), alumiiiitimoxidimpragnierte Isolations- 
schicht aus Aluminiumoxidpulver von 20 fjbin Filmdicke auf der Oberflache gebil- 
det. 

Dieser Zustand ist in Fig. 4 in einer Schnittansicht gezeigt. Unter. Bezugnahme 
auf Fig. 4 ist die Isolationsschicht 7 eine Schicht^ welche nach der Auftragung des 
keramischen Vorlaufers auf die elektrochemisch abgeschiedene Schicht 6 und 
nachfolgendem Brennen gebildet wird. 

Beispiel 3 

Al20a wurde auf SUS-plattiertes Kupfer gespriiht, und eine Losung eines kerami- 
schen Vorlaufers wurde mittels Zugabe von Salpetersaure zu einer Losung herge- 
stellt, welche durch Mischen von Tetr abutylorthosilikat: Wasser risobutylalkohol 
= 8:32:60 (Molverhaltnis) mit einer Rate von 3/100 mol unter Bezug auf das 
Tetrabutylorthosilikat und anschheBendem Erhitzen des Ganzen fur zwei Stun- 
den auf eine Temperatur von 80"* C hergesteDt wurde, und weiterhin wurde diese 
Losung des keramischen Vorlaufers aufgetragen und gebrannt. Der so erhaltene 
Gegenstand wurde als Stromschiene und hitzebestandiger Draht verwendet, wo- 
bei exzellente Ergebnisse erhalten wurden. 



Beispiel 4 



Ti-plattiertes Kupfer wurde mit Anodenstrahlen behandelt imd in einen porosen 
Zustand gebracht, weiterhin wurde eine Losung eines keramischen Vorlaufers, 
welche ahnlich wie die aus Beispiel 3 ist, aufgebracht imd das Ganze anschlie- 
fiend gebrannt sowie weiterhin als Stromschiene und hitzebestandiger Draht ver- 
wendet, wobei hervprragende Ergebnisse erhalten wurden. 

Beispiel 5 

Bin poroser Si02 -Film wurde mittels elektrochemischer Abscheidungsmethoden 
auf einem Al/Ni/Cu-plattierten Draht gebildet \md eine L5siuig eines k^aini- 
schen Vorlaufers, welche ahnlich wie die aus Beispiel 3 war, darauf aufgebracht 
und gebrannt. Der so erhaltene Draht wurde als Stromschiene und hitzebe- 
standiger Draht verwendet, wobei hervorragende Ergebnisse erzielt wurden- 

Beispiel 6 

AI2O3 wurde auf ein Thermoelement gespruht und eine Losimg eines kerami- 
schen Vorlaufers, welche ahnlich wie die aus Beispiel 3 war, wurde darauf aufge- 
bracht, das Ganze wurde gebrannt und als Thermoelement verwendet, wobei ein 
hervorragendes Ergebnis erhalten wiurde. 

Beispiel 7 

Ein Leiter, welcher als Grundmaterial fur die Auftragung der Ldsung des kera- 
mischen Vorlaufers in den Beispielen 3 bis 6 verwendet wurde, wurde verwendet 
imd eine Ldsung, welche dinrch einstundiges Mischen von Tributoxyalimiini- 
imi:Triethanolairdn:Wasser:lBopropylalkohol = 5:10:5:80 (molares Verhaltnis) 
bei einer Temperatur von 50° C erhalten wurde, um eine Losung eines kerami- 
schen Vorlaufers herzustellen, wurde auf den Leiter aufgetragen imd gebrannt, 



iind dieser anschlieBend als Stromschiene, hitzebestandiger Draht oder Thermo- 
element verwendet, wobei hLervorragende Ergebnisse erhalten wurden. 

Es werden nun Beispiele gemafi der zweiten Ansfuhrungsform der vorliegenden 
Erfindimg beschrieben. 

BeispielS 

Eine Losimg wurde mittels homogenen Mischens von feinen Al203-Partikeln mit 
1 fjLm Partikeldurchmesser mit einer 30 %igen ToluoUosung eines SiHkonharzes, 
in einer Menge von 30 Gewichtsanteilen bezogen auf das Silikonharz, hergestellt. 
Diese Losung wnrde kontinnierKch anf einen Ni-plattierten Cn-Draht mit 0,5 
mm anfierem Dnrchmesser aufgetragen. AnschlieBend wurde das Ganze in einein 
Ofen, dessen Oberflachentemperatur 500** C betrug, erbitzt, um den F'ilm axis 
Silikonharz in einen keramischen Zustand zu bringen. Die Dicke der kerami- 
schen Schicht auf diesem Draht betrug imgefahr 15 jLtm und hatte eine Durch- 
bruchspannung von 350 V. 

In diesem Zustand neigt die Schicht der keramischen Beschichtung dazu beim 
Biegen in Pulver- oder Partikelforin abgetragen zu werden, was zu Schwie- 
rigkeiten in der Handhabung fuhrt. 

Eine Losimg, welche durch Mischen einer IsopropylalkohoUosung von Tetra-' 
ethoxysilan, Wasser imd einer geringen Menge an Salpetersain-e hergestellt wur- 
de, wurde weiter kontinuierlich auf diesen Draht aufgebracht xmd in ernem Ofen, 
dessen Temperatur 600"* C betrug, gebrannt, um einen Draht mit einer Isola- 
tionsschicht herzustellen, dessen Gesamtdicke 18 ;xm betrug. Die Oberflache die- 
ses Drahtes war glatt. Weiterhin xmterlag dieser Draht einem starken Abschalen 
und Abtragen der Keramik beim Biegen. Die Durchbruchspannung betrug 700 V. 



Beispiel 9 



SiOa-Pulver iait 0,7 /xm Partdkeldurchmesser wurde homogen mit einer 50 %igen 
para-Xylol-Losung eines Silikonharzes, in der Menge von 20 Gew.-% bezogen auf 
das Silikonharz, gemischt, und dieses Gemisch wurde auf einen Ni-plattierten 
Cu-Draht von 1 mm Durchmesser aufgetragen, fur 30 Minuten bei 150° C erhitzt, 
in eine Spnle verarbeitet und weiterhin fur 30 Minuten bei 400*" C erhitzt. 

Eine Losimg eines keramischen Vorlaufers wurde mittels Erhitzen urid Ruhren 
einer Losung hergestellt, welche durch einstiindiges Mischen von Tributoxyalu- 
TTiinium :Triettianolamin:Wasser:Isopropylalkohol = 5:10:5:80 (molares Verhalt- 
nis) bei einer Temperatur von 50** C erhalten wurde, imd diese Losung des ke- 
ramischen Vorlaufers wurde auf die Oberflache der vorgenannten Spule aufge- 
tragen xmd fur 30 Minuten bei 400** C erhitzt. 

Die Spule, welche so mit der Losmig des keramischen Vorlaufers iDeschichtet xmd 
gebacken wurde, und eine Spule, welche sich in einem Zustand vor der Auffcra- 
gung der Losimg des keramischen Vorlaufers befand, wurden einem Experiment 
zur Erzeugung eines Magnetfeldes im Vakuum unter den nachfolgenden Bedin- 
gungen tmterzogen: 

Die Spulen wturden in ein VakuumgefaB von 9,4 1 gebracht xmd der Behalter eva- 
kuiert, um f^flTiTi einen Gleichsbrom von 20 A in die Spulen zu speisen bis 10'^ 
Torr erreicht wurden, mid es wiu-de weiterhin ein Backen fur zwei Stimden 
durchgefuhrt- Im Fall der Spule, welche sich in dem Zustand vor der Auffcragung 
dier L5sung der keranuschen Vorlaufer befand, wurde ungefahr eine Stunde be- 
nStigt um 10 ® Torr zu erreichen, wahrend es ungefahr funf Minuten in dem Fall 
der Spule bedurfte, welche durch die Auffcragung der Vorlauferlosung hergestellt 
wurde. Hieraus ist ersiditlidi, daB die Oberflache der Spule, welche roit der Vor- 
lauferldsung beschichtet und gesintert wiu-de, esctrem glatt ist und hervorragende 
Vakuumeigenschaften aufweist. 



Industrielle Verwendbsirkeit 

Wie zuvor beschrieben hat die anorganische Isolation, die gemaB der vor- 
liegenden Erfindimg erhalten wurde, eine hervorragende Hitzebestandigkeit, 
Isolationsfahigkeit, Oxidationsbestandigkeit und Flexibilitat. Somit ist sie sehr 
geeignet, wenn sie an einem strahliingsbestandigen Draht oder einer Spule» wel- 
che dem Kemkraftbereich zuziiordnen sind, angewendet wird oder bei einem* 
Draht oder einer Spule fur Vakutimapparaturen iind anderem. 



EP 0.461.267 

Sumitomo Electric Industries, Ltd. 

PatentaiiuspinuLcIhLe 

1. Verfahren zur Hersteliung einer anorganischen Isolation, umfassend: 
einen Schxitt des Formens eines keramischen Films mit UngleichmmaBig- 
keiten auf dessen Oberflache anf der Oberflache eines Leiters; 

einen Schritt des Aufbringens einer Losting aus einem keramischen Vorlau- 
fer, der aus wenigstens einem oder zwei Arten von MetaU-Alkoxiden oder 
Metall-Acrylaten hergestellt ist, zimi AuBullen der imregelmafiigen Ab- 
schnitte auf der Oberflache des keramischen Films; 
xmd 

einen Schritt des wenigstens teilweisen Verandem der Losung des kerami- 
schen Vorlaufers in einen keramischen Zustand mittels Ebrhitzen; 
dadurch gekennzeichnet, daB die ungleichmafligen Abschnitte auf der Ober- 
flache des keramischen Films einen Zustand aufweisen, daB die Oberfla- 
chenrauhigkeit Ra der Oberflache des keramischen Films wenigstens 1 fim 
betragt. 

2. Verfahren zur Hersteliung einer anorganischen Isolation nach Anspruch 1, 
worin der keramische Film poros ist. 

3. Verfahren zur Hersteliung einer anorganischen Isolation nach Anspruch 1, 
weiterhin umfassend einen Schritt des Bearbeitens des Leiters, der sich in 
einem Zustand nach der Bildimg des keramischen Films befindet, in eine 
gewiinschte Konfiguration, vor der Aufbringung der Losimg der kerami- 
schen VorlauferlSsung- 

4. Verfahren zur HersteUimg einer anorganischen Isolation nach Anspruch 1, 
worin der keranaische Film durch ein Spriih-, ein Kom-Sinterimgs- oder 
durch ein elektrisclies Ablagerungsverfahren gebildet ist. 
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5. Verfahren zur Herstellimg einer anorganischen Isolation nach Anspruch 1, 
worin der Schritt der keramischen Filmbildung umfafit: 

einen Schritt des Auftragens einer Substanz, erhalten durch Mischen von 
Silikonharz mit keramischen Partikehi und/oder keramischen Fasem, Her- 
stellen eines Films mittels Durchfnhren einer ersten Hitzebehandlnng in 
einem solchen^Temperaturbereich, dafi das Silikonharz sich nicht in einen 
keramischen Zustand umwandelt und danach Durchfuhren einer zweiten 
Hitzebehandlimg zum Umwandeln desselben in ein^ keramischen Zu- 
stand. 

6. Verfahren zur Herstellimg einer anorganischen Isolation nach Anspruch 5, 
worin die zweite Hitzebehandlung durchgefuhrt wird, nadbdem der Leiter, 
der mit dem Fihn nach der ersten Hitzebehandlimg gebildet ist, in eine ge- 
wiinsdite Kon figuration gebracht ist. 

7. Verfahren zur Herstellung einer anorgardschen Isolation nach Anspruch 5, 
worin die Bedingung fur die zweite Hitzebehandlung eine.Bedingung ist, bei 
der sich wenigstens 90 % in einen keramischen Zustand umwandelt. 

8. Verfahren zur HersteUimg einer anorganischen Isolation nach Anspruch 1, 
worin die Aufbringung der keramischen Vorlaufer durch Eintauchen in eine 
Losimg durchgefuhrt wird. 

9. Verfahren zur Herstellung einer anorgansichen Isolation nach Anspruch 1, 
worin der keramische Vorlaufer aus einem Alkoxid oder Acylat von Si, Al, 
Zr, Ti Oder Mg hergestellt ist. 

10- Verfahren zur Herstellung einer anorganischen Isolation nach Anspruch 1, 
worin der Leiter aus Cu gebildet ist, welcher mit einem hitzebestandigen 
und oxidationsbestandigen Metall gebildet ist. 
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11. Verfahren zur Herstellung einer anorganischen Isolation nach Anspruch 10, 
worin das Metall Ni, Pt oder rostfreier Stahl ist. 

12. Verfahren zur Herstellung einer anorganiscHen Isolation nach Anspruch 1, 
worin der Leiter aus einem anodisch oxidierbaren Metall oder Kupfer her- 
gestellt ist, das rait diesem Metall beschichtet ist. 
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